
方案设计

非晶硅薄膜电池组件的接地设计探讨

根据非 晶硅薄膜电池的特点 ， 分析了非 晶硅薄膜电池负 级 。 因此 ， 它 比单晶 硅对太 阳辐射的吸

极接地的原因 。 并讨论了接地点选择 、 接地方式选择和对逆 收效率要高 倍左右 ， 用 很薄的非晶硅

变器的要求等不 同的设计方案 。 膜 （约 厚 ） 就能吸收 有用 的太

阳 能 。 这是非 晶硅材料最重要的特点 ，
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也是它 成为低价格太 阳能 电池的最主要

由 于传统能源面临着环境污染 、 能 因素 。

源枯竭等一 系 列问题 ， 世纪 年代以 由 于非晶硅没有 晶体所要求的周

来 ， 在可持续发展战略的推动下 ， 可再 期性原子排列 ， 可以不考虑制备 晶体所

生能源技术进入 了快速发展的阶段 。 可 必须考虑的材料与衬底 间 的 晶格失配问

生腿主魏離 、 地热能 、 水能 、 隨 ， 它 以娜妹何衬底

■ 斤 潮没能以 及太阳能等 ， 太 阳能以其资源 上 ， 包括廉价的玻璃衬底 ， 并且易于实

丰富 、 利 用 方便和洁净无污染越来越受 现大面积生产 。

到人们的重视 。 非晶硅的禁带宽度比单晶硅大 ，

太 阳能利用 的重要途径之一是研制 随制备条件的不同在 的范围

太 阳能电池 。 按 照材料区分 ， 太 阳能电 内 变化 ， 这样制成的非 晶硅太阳能电池
石 高级工程师 池有 晶硅 电池 、 非晶硅薄膜 电池 、 铜铟 的开路电压高 。

硒 （ 电池 、 碲化镉 （ 电池和 非晶硅薄膜 电池除 了 以上几 个优点

砷 化稼 电池等 。 非 晶 硅 薄膜 电 池是 最 以外 ， 还有一些缺点 ：

理 想 的 一 种 廉价 电 池 ， 它 的 最 大特 点 漏电流 。 电池的表面积越大 ， 电

就是 薄 ， 不 同 于单 晶 硅与 多 晶 眭 电 池 池单元与框架之 间 距离越近 ， 对地 电容

需要 以硅片为衬底 ， 而是在玻璃或不锈 就越大 ， 漏 电流也越大 。 非晶 眭薄膜电

钢等材料的表面镀上一层薄薄的硅膜 ， 池单元裱好在无暇的金属贴箔上 ， 表面

其厚度只有单 晶硅的 ， 可以节省大 较大 ， 因此漏 电流会比较大 。

量的硅材料 。 加之可连续化大面积生产 ， 腐蚀 。 薄膜 电池在 电池表

能耗低 ， 成本也低 ， 在不远的将来 ， 非 面和玻璃之 间 用 代替了 电气绝缘的

关键词 晶 硅薄膜 电池将成为太 阳能电池的主流 ， 致使 电池表面与外界之 间 无法保

非晶硅薄膜电池 产品 。 证电气绝缘 ， 在相对潮湿的环境下容 易

负极接地
、

发生腐蚀 ， 主要原因是 与比 发生
非晶娃薄膜电池的特点、

化学反应生成 了不传导的 这会使

非晶 硅薄膜 电池之所以受到 人们的 玻璃界面逐渐分 层 。 另外电池组件

关注和重视 ， 是 因为它具有以下优点 的玻璃衬底通常采用钠钙玻璃 ， 钠钙玻

非晶硅具有较高的光吸收 系数 。 璃 内含有 的钠 ， 钠和水反应产生 了

特别是在 的可见光波段 ，

‘

从玻璃移动到 层 ， 与

它的吸收 系数比单 晶硅要高 出 一个数量 层 的 氟 ） 发生 了 化学反 应 ， 反应遇

建筑电气 年第 卷第 期



佧 硅薄脱 丨 池刖 件的接地 设 探 方案设计

而加速 。 因此漏电流可以从 玻璃表面或组

件边缘进入半导体层 ， 从而引起腐蚀 。

经过分析 ， 可 以 发 现非 晶 硅薄膜 电 池 板 对

地存在负偏压时腐蚀较大 ， 负偏压越大 ， 腐蚀越 」
大 电池板的铝框架对漏 电流的影响较大 ， 没有 ￡ ￡

铅框架时 ， 漏 电流非常小 ， 对 电池 反的损害也 薄膜电池 薄膜电池 難电池 二电池

小 。 因此 ， 非 晶 硅薄膜 电池尽量不采用铝边框结

构 ， 减少漏 电流 ； 同时采取负极接地 ， 控制负偏

压 ， 减少腐蚀 。

图 在逆变器的负极处接地

这三种接地方式都能够控制 负极的 电位 ， 减

根据上述分析 ， 非晶硅薄膜 电池为 了减少腐 小负偏压 ， 减少腐蚀 。

蚀应该采取 负极接地 。 在实际 工程 中 ， 薄膜 电池 第一种接地点设置方案 ， 接地点最 多 ， 接

的接地点主要有以下三种方案 ： 地效果最好 。 薄膜 电池组 串 的负极接地点和光伏

在 电池组 串 的负极处接地 ， 原理 图如 图 组件的支架和边框连接在一起 ， 负极和大地之 间

所示 。 形成 了 回路 。 在雷 电活动较 多地区 的屋顶光伏发

电项 目 中 ， 光伏组件的支架和边框是作为雷电流

逆变器 的泄放通道 ， 很可能会造成雷电侵入波进入薄膜

电池和汇流箱的负极 。

一般汇流箱 中浪涌保护 器

的配置是按 的雷电侵入波来配置 ， 因此需
汇

巧 要调整为 网的雷电侵入波配置 。 但是 目 前

针对 丨 的浪涌保护器还没有 的规
薄膜电池 薄膜电池 薄膜电池 薄膜电池

「

格 ， 因 此这种接地点设置方案在雷电活动频繁的

地 不能米用 。

第二种接地点设置方案 ， 接地点较 多 ， 接
图 在电池组串的负极处接地

地效果较好 。 汇流箱一般布 置在组件阵列 中 ， 汇

在 汇 流箱 的 负 极处接地 ， 原理 图 如 图 流箱的负极接地点和组件的支架连接在一起 ， 多

所示 。 个汇流箱的 负极和大地之 间 形成 了 回路 。 在雷电

活动较多地区的 屋顶光伏发 电项 目 中 ， 光伏组件
逆变器 二、

的支架和边框是作为雷电流的泄放通道 ， 也存在

雷 电侵入波 进入 汇流 箱 负极 的 风险 。 因 此这 种

丨 「 丨

接地点设置方案在雷 电活动频繁的地 ：也不建议
汇流箱 汇流

±倫 采用 。

薄膜电池 細电池
丨

難电池 、麵电池 第三种接地点设置方案 ， 接地点最少 ， 接
组串 组串 组串 组串

地效果一般 。 逆变器 的负极接地点通过一点和组

件支架的接地点连接在一起 ， 不会和大地之间形

图 在汇流箱的负极处接地 成 了 回路 。 因此建议在雷 电活动频繁的地区采用

在逆变 器 的 负极 处接地 ， 原理 图 如 图 这种接地点设置方案 。

所示 。 综上所述 ， 推荐采用第三种接地点设置方案 。
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‘

波动或工频周期的方波波动 ， 电池负端对地电压

非晶娃薄膜电池接地方式的选择 为负 ， 可能会造成薄膜电池的腐她 。

对于非 晶 硅薄膜 电池的接地 方式有两种方 半桥逆变器 。 由于串联 电路 ， 效率较

案 ：

一是直接接地 ；
二是通过 电阻接地 。 具体分 低 ， 电池两端对地电压波动较小 ， 但电池负端对

析如下 ： 地电压仍为负 ， 可能会造成薄膜电池的腐蚀 。

采用直接接地方式 ，
必须采用 内部或外部 三电平逆变器 。 电池板两端对地电压存在

变压器隔离进行逆变并 网 ， 同时要在接地线路上 两倍开关频率的波动 ， 漏电流较大 ， 不适合用于

增加直流漏电保护器以保护人身安全 。 薄膜电池。

采用 电阻接地方式 ， 也称为 间接接地方
古 五

式 ， 负极通过阻值在 ￡ 之间 、 功率在
口 口

以上的大电阻 ， 并串接不大于 的直流漏 综合以上分析 ， 并结合国 内 已建成非晶硅薄

电保护器后接地 。 这种接地方式降低了非晶硅薄 膜电池光伏发 电项 目 的运行情况 ， 可以得到以下

膜电池分布式电容方面的抑制能力 ， 但降低了人 结论 ：

员在正极触电的安全隐患 。 非 晶硅薄膜 电池为 了减少漏 电流和降低

这两种接地方式各有特点 ， 需要根据工程情 腐蚀 ， 应该采用 负极接地方式 。 接地点建议

况灵活运用 。 选择在逆变器的负极位置 。

非晶硅薄膜电池的负极接地可以采用直接
非晶硅薄膜电池对逆变器的要求 接地或经 电阻接地方式 ， 需要根据具体工程情况

非晶硅薄膜电池需要对地 电位为非负极性 ， 选择 。

因此对逆变器也有一定的要求 ： 非晶桂薄膜电池所采用的逆变器应该是带工

带工频隔离变压器 的逆变 器 。 电池板负 频隔离变压器的逆变器或带高频变压器的逆变器 。

端可直接接地 ， 电池两端对地 电压恒定 为正偏
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